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［はじめに］フォトニック結晶共振器は、強い光の閉

じ込め効果を持ち、フォトニック結晶を用いた機能性

デバイスの基本構成要素の一つである。EB リソグラ

フィとエッチングプロセスによるフォトニック結晶構

造形成後に、追加的な加工を行って共振波長をチュー

ニングすることや、新たな共振器を形成することは、

フォトニック結晶光回路形成の自由度向上に寄与する。

また、シリコンフォトニック結晶の構造作製後に異種

材料を導入すれば、発光機能などを追加的に付与する

ことができる。これまで、我々は、シリコンフォトニ

ック結晶の線欠陥上トレンチ構造への半導体ナノワイ

ヤ導入により、シリコンフォトニック結晶に発光機能

を持たせた共振器が形成できることを示した 1, 2)。 

 このようなフォトニック結晶への機能性の付加を実

現する機能性材料として、有機材料は多彩な機能性を

提供できる点で魅力的であり、有機機能性材料をフォ

トニック結晶に導入できる汎用プロセスは有用なもの

となる。今回、蒸気圧が低く、かつ、有機機能性材料

の溶媒となりうるイオン液体をフォトニック結晶に導

入することによりフォトニック結晶中にモードギャッ

プ共振器を形成することに成功したので報告する。 

［実験と結果］SOI 基板に対する EB リソグラフィと

エッチングプロセスにより、線欠陥上にトレンチ構造

をもつシリコンフォトニック結晶構造を作製した。先

端径 100 nm のニードルをマイクロマニピュレータ

ーにより操作し、イオン液体（1-Ethyl-3-methylimi 

dazolium acetate）に含浸させた後、レーザ顕微鏡観

察下でフォトニック結晶上トレンチに接近させてイオ

ン液体をトレンチ内に注入した（図 1）。作製したサン

プルの模式図とレーザ顕微鏡観察像を図 2 に示す。 

 作製されたサンプルにおいて、入出射導波路を使っ

た透過測定を行い、イオン液体注入前には見られなか

った共振ピークが、イオン液体注入後に透過端より長

波長側に出現し、モードギャップ共振器が形成された

ことが確認された（図 3）。 

 今回の結果は、様々な機能性材料を選択できる有機

機能性材料を、イオン液体を溶媒とすることでフォト

ニック結晶中に導入し、発光機能や非線形光学特性を

もった共振器を形成できることを示唆するものである。 
 
本研究は JSPS 科研費 15H05735 の助成を受けたも

のです。 
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図 1 マイクロマニピュレーターによるフォトニック結晶

線欠陥上トレンチへのイオン液体注入 

 
図 2 イオン液体が注入されたフォトニック結晶線欠陥上 

トレンチ (a) 模式図 （b）レーザ顕微鏡像 
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図 3 イオン液体注入前(a)及び注入後(b)の 

透過スペクトル 
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